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TMS320F28335存储器空间分配

时钟越快，处理基本逻辑运算的速度越快，处理过程中处理对

象（数据）以及处理方法（指令）这些信息都要合理地存放与读取，

存放这些信息的存储器以及存储器架构也是影响控制器速度与性能的

重要指标。就像我们购买计算机时，除了关注CPU的主频外，还关注

存储器的配置情况，例如内存的大小、硬盘的大小。

20世纪30年代中期，美国天才科学家冯·诺依曼大胆提出：抛弃

十进制，采用二进制作为数字计算机的数制基础。

由于指令和数据都是二进制码，指令和操作数的地址又密切相关，

因此，当初选择指令与数据存储在一起，经由同一总线传输是很自然

的。



TMS320F28335存储器空间分配

但是，这种指令和数据共享同一总线的结构，取指令和存取数

据要从同一个存储空间存取，经由同一总线传输，因此它们无法重叠

执行，只有一个完成后再进行下一个，使得信息流的传输成为限制计

算机性能的瓶颈，影响了数据处理速度的提高。

于是哈佛人提出了指令存储和数据存储分开的存储器结构，可以

同时读取指令和数据，大批量处理数据的时候效率显著提高，即哈佛

结构。

改进的哈佛结构一是允许数据存放在程序存储器中，并被算术运

算指令直接使用，增强了芯片的灵活性；二是指令存储在高速缓冲器

中，当执行此指令时，不需要再从存储器中读取指令，节约了一个指

令周期的时间。



TMS320F28335存储器空间分配

F28335 DSP就是采用多级流水线的增强的哈佛总线结构，能够

并行访问程序和数据存储空间。多级流水线指同时将指令的基本操作，

分解为几个基本操作，这些元操作可以流水执行，并且对程序进行分

支预测，进行多级流水线操作，使得数据处理的效率大大提高。

在F28335芯片内部集成了大量的不同的存储介质，F28335片上

有256K×16位的FLASH，34K×16位的SARAM，8K×16位的

BOOT ROM，2K×16位的OPT ROM，采用统一寻址方式（程序、

数据和I/O统一寻址），从而提高了存储空间的利用率，方便程序的

开发。

除此之外，F28335 DSP还提供了外部并行扩展接口XINTF，可

进一步外扩存储空间。



F28335的CPU内核本身并不包含任何存储器，通过总线访问芯片

内部集成的或者外部扩展的存储器。其总线按照改进哈佛结构，分成

了32位的数据读、数据写数据总线，地址读、地址写总线，公用数据

总线即程序总线，包括22位的程序地址总线，用于传送程序空间的读/

写地址，32位读数据程序总线，用于读取程序空间的指令或者数据。

改进的哈佛结构其实是综合了冯·诺依曼结构的简洁，哈佛结构的

高效。F28335应用32位数据地址和22位程序地址控制整个存储器以

及外设，最大可寻址4M字的数据空间和4M字程序空间。

TMS320F28335存储器空间分配



TMS320F28335内存保护特点
数据空间 程序空间

片上存储器 片外扩展存储器地址范围

0x00 0000

0x00 0040

M0向量 RAM（32 X 32）

M0 SRAM(1k X16)

M1 SRAM(1k X16)

PF0

PF0

PIE 中断

向量表

0x00 0400

0x00 0800

0x00 0D00

0x00 0E00

0x00 2000

保留

保留
0x00 5000

PF3 DMA

PF1

PF2

保留
0x00 6000

0x00 7000

0x00 8000
L0 SRAM (4k X 16)

L1 SRAM (4k X 16)

L2 SRAM (4k X 16)

L3 SRAM (4k X 16)

L4 SRAM (4k X 16)

L5 SRAM (4k X 16)

L6 SRAM (4k X 16)

L7 SRAM (4k X 16)

0x00 9000

0x00 A000

0x00 B000

0x00 C000

0x00 D000

0x00 E000

0x00 F000

0x01 0000

保留

FLASH(256K X16)

128位 密码

保留

TI OTP(1k X 16)

用户 OTP(1k X 16)

保留

L0 SARAM(4k X 16)

L1 SARAM(4k X 16)

L2 SARAM(4k X 16)

L3 SARAM(4k X 16)

保留

Boot ROM(8k x 16)

BROM 向量表-ROM（32 X 32）

0x30 0000

0x33 FFF8

0x34 0000

0x38 0000

0x38 0400

0x38 0800

0x3F 8000

0x3F 9000

0x3F A000

0x3F B000

0x3F C000

0x3F E000

0x3F FFFC

外部区域0扩展 4K X16 CS0

外部区域6扩展 1M X16 CS6

外部区域7扩展 1M X16 CS7

保留

保留

保留

0x00 4000

0x00 5000

0x10 0000

0x20 0000

0x30 0000

图5.1是F28335处理

器的存储器配置及地址映

射。

图5.1的映射表就像

是各个空间的地图一样，

有些空间既可以作为数据

空间也可以作为程序空间，

有些空间只能作为数据空

间，有些空间是受到密码

模块保护，有些空间地址

是作为保留的，具体内容

就要仔细对照这个地图来

进行查阅了。

受到密码模块保护

的空间存放的寄存器不可

以随便配置，若要对存放

在受到密码模块保护空间

内的寄存器进行配置，要

进行EALLOW声明，以EDIS

结束声明，起到保护和警

示作用。



图5.1右半部分主要

是通过XINTF外扩的存储

空间，当片内数据存储空

间不够的时候，我们可以

外扩存储器。其中的保留

区是为片内存储器所占的

地址。

F28335对数据空间

和程序空间进行了统一编

址。F26335的各存储器地

址都是连续编码的，且空

间地址是唯一的。

图5.1左半部分，首

先对M0 SRAM从0X000000

开始编码一直到0X000400

结束，可以计算出这是

1K*16的大小。

当ST1状态寄存器

VMAP=0时， 0X000000-

0X000040作为中断向量的

存储空间。

数据空间 程序空间

片上存储器 片外扩展存储器地址范围

0x00 0000

0x00 0040

M0向量 RAM（32 X 32）

M0 SRAM(1k X16)

M1 SRAM(1k X16)

PF0

PF0

PIE 中断

向量表

0x00 0400

0x00 0800

0x00 0D00

0x00 0E00

0x00 2000

保留

保留
0x00 5000

PF3 DMA

PF1

PF2

保留
0x00 6000

0x00 7000

0x00 8000
L0 SRAM (4k X 16)

L1 SRAM (4k X 16)

L2 SRAM (4k X 16)

L3 SRAM (4k X 16)

L4 SRAM (4k X 16)

L5 SRAM (4k X 16)

L6 SRAM (4k X 16)

L7 SRAM (4k X 16)

0x00 9000

0x00 A000

0x00 B000

0x00 C000

0x00 D000

0x00 E000

0x00 F000

0x01 0000

保留

FLASH(256K X16)

128位 密码

保留

TI OTP(1k X 16)

用户 OTP(1k X 16)

保留

L0 SARAM(4k X 16)

L1 SARAM(4k X 16)

L2 SARAM(4k X 16)

L3 SARAM(4k X 16)

保留

Boot ROM(8k x 16)

BROM 向量表-ROM（32 X 32）

0x30 0000

0x33 FFF8

0x34 0000

0x38 0000

0x38 0400

0x38 0800

0x3F 8000

0x3F 9000

0x3F A000

0x3F B000

0x3F C000

0x3F E000

0x3F FFFC

外部区域0扩展 4K X16 CS0

外部区域6扩展 1M X16 CS6

外部区域7扩展 1M X16 CS7

保留

保留

保留

0x00 4000

0x00 5000

0x10 0000

0x20 0000

0x30 0000





F26335的各存储

器地址都是连续编码

的，且空间地址是唯

一的。

图5.1左半部分，

首 先 对 M0 SRAM 从

0X000000开始编码一

直到 0X000400结束，

可以计算出这是1K*16

的大小。

M1 SRAM 从

0X000400开始编码一

直到 0X000800结束，

也是1K*16的大小。

接着是外设帧0、

1、2、3，其中外设帧

1 、 2 、 3 还 标 注 着

Protected.

数据空间 程序空间

片上存储器 片外扩展存储器地址范围

0x00 0000

0x00 0040

M0向量 RAM（32 X 32）

M0 SRAM(1k X16)

M1 SRAM(1k X16)

PF0

PF0

PIE 中断

向量表

0x00 0400

0x00 0800

0x00 0D00

0x00 0E00

0x00 2000

保留

保留
0x00 5000

PF3 DMA

PF1

PF2

保留
0x00 6000

0x00 7000

0x00 8000
L0 SRAM (4k X 16)

L1 SRAM (4k X 16)

L2 SRAM (4k X 16)

L3 SRAM (4k X 16)

L4 SRAM (4k X 16)

L5 SRAM (4k X 16)

L6 SRAM (4k X 16)

L7 SRAM (4k X 16)

0x00 9000

0x00 A000

0x00 B000

0x00 C000

0x00 D000

0x00 E000

0x00 F000

0x01 0000

保留

FLASH(256K X16)

128位 密码

保留

TI OTP(1k X 16)

用户 OTP(1k X 16)

保留

L0 SARAM(4k X 16)

L1 SARAM(4k X 16)

L2 SARAM(4k X 16)

L3 SARAM(4k X 16)

保留

Boot ROM(8k x 16)

BROM 向量表-ROM（32 X 32）

0x30 0000

0x33 FFF8

0x34 0000

0x38 0000

0x38 0400

0x38 0800

0x3F 8000

0x3F 9000

0x3F A000

0x3F B000

0x3F C000

0x3F E000

0x3F FFFC

外部区域0扩展 4K X16 CS0

外部区域6扩展 1M X16 CS6

外部区域7扩展 1M X16 CS7

保留

保留

保留

0x00 4000

0x00 5000

0x10 0000

0x20 0000

0x30 0000











0X002000-

0X005000是保留区，

这段保留区被用作外

部扩展区0，从这里也

可以看出保留区的作

用，这个外扩区同样

是受保护的。外扩区

还有分别为1M大小的6

区与7区。

接下来是 L0-L7

的SRAM区，均为4K大

小 。 下 面 是 256K 的

FLASH 空 间 。 中 间

0X33FFF8-0X340000 共

128位用来保存CSM模

块密码，保护FLASH、

LO-L7、 OTP空间内存

放的数据。

下面是 2K的 OTP

空间，其中1K OTP空

间主要是TI用来测试

的引导程序。

数据空间 程序空间

片上存储器 片外扩展存储器地址范围

0x00 0000

0x00 0040

M0向量 RAM（32 X 32）

M0 SRAM(1k X16)

M1 SRAM(1k X16)

PF0

PF0

PIE 中断

向量表

0x00 0400

0x00 0800

0x00 0D00

0x00 0E00

0x00 2000

保留

保留
0x00 5000

PF3 DMA

PF1

PF2

保留
0x00 6000

0x00 7000

0x00 8000
L0 SRAM (4k X 16)

L1 SRAM (4k X 16)

L2 SRAM (4k X 16)

L3 SRAM (4k X 16)

L4 SRAM (4k X 16)

L5 SRAM (4k X 16)

L6 SRAM (4k X 16)

L7 SRAM (4k X 16)

0x00 9000

0x00 A000

0x00 B000

0x00 C000

0x00 D000

0x00 E000

0x00 F000

0x01 0000

保留

FLASH(256K X16)

128位 密码

保留

TI OTP(1k X 16)

用户 OTP(1k X 16)

保留

L0 SARAM(4k X 16)

L1 SARAM(4k X 16)

L2 SARAM(4k X 16)

L3 SARAM(4k X 16)

保留

Boot ROM(8k x 16)

BROM 向量表-ROM（32 X 32）

0x30 0000

0x33 FFF8

0x34 0000

0x38 0000

0x38 0400

0x38 0800

0x3F 8000

0x3F 9000

0x3F A000

0x3F B000

0x3F C000

0x3F E000

0x3F FFFC

外部区域0扩展 4K X16 CS0

外部区域6扩展 1M X16 CS6

外部区域7扩展 1M X16 CS7

保留

保留

保留

0x00 4000

0x00 5000

0x10 0000

0x20 0000

0x30 0000





接下来是 L0-L3

SARAM空间，这是个双

映射空间，也就是名

字是一样的，但空间

地址是不一样的，这

样有利于数据备份。

接 下 来 是 8K 的

BOOT ROM空间，用来

存放Boot loader程序，

系统初始引导程序。

数据空间 程序空间

片上存储器 片外扩展存储器地址范围

0x00 0000

0x00 0040

M0向量 RAM（32 X 32）

M0 SRAM(1k X16)

M1 SRAM(1k X16)

PF0

PF0

PIE 中断

向量表

0x00 0400

0x00 0800

0x00 0D00

0x00 0E00

0x00 2000

保留

保留
0x00 5000

PF3 DMA

PF1

PF2

保留
0x00 6000

0x00 7000

0x00 8000
L0 SRAM (4k X 16)

L1 SRAM (4k X 16)

L2 SRAM (4k X 16)

L3 SRAM (4k X 16)

L4 SRAM (4k X 16)

L5 SRAM (4k X 16)

L6 SRAM (4k X 16)

L7 SRAM (4k X 16)

0x00 9000

0x00 A000

0x00 B000

0x00 C000

0x00 D000

0x00 E000

0x00 F000

0x01 0000

保留

FLASH(256K X16)

128位 密码

保留

TI OTP(1k X 16)

用户 OTP(1k X 16)

保留

L0 SARAM(4k X 16)

L1 SARAM(4k X 16)

L2 SARAM(4k X 16)

L3 SARAM(4k X 16)

保留

Boot ROM(8k x 16)

BROM 向量表-ROM（32 X 32）

0x30 0000

0x33 FFF8

0x34 0000

0x38 0000

0x38 0400

0x38 0800

0x3F 8000

0x3F 9000

0x3F A000

0x3F B000

0x3F C000

0x3F E000

0x3F FFFC

外部区域0扩展 4K X16 CS0

外部区域6扩展 1M X16 CS6

外部区域7扩展 1M X16 CS7

保留

保留

保留

0x00 4000

0x00 5000

0x10 0000

0x20 0000

0x30 0000



在上电过程中对于F28335处理器有16种不同的启动模式，可以通过处理

器的GPIO84-87 4个端口控制，如表16.2。



TMS320F28335存储器的特点

1.片上SRAM

SRAM即单口随机读/写存储器，有别于双口RAM，双口RAM是

在一个SRAM存储器上具有两套完全独立的数据线、地址线和读写控

制线，并允许两个独立的系统同时对该存储器进行随机性访问。

F28335片内共有34K*16位单周期单次访问随机存储器SRAM，

被分成10块，分别为M0、M1、L0-L7。

M0和M1块SRAM的大小均为1K*16位，当复位后，堆栈指针指

向M1块的起始地址，堆栈指针向上生长。 M0和M1段都可以映射到

程序区和数据区。



TMS320F28335存储器的特点

1.片上SRAM

L0-L7块SRAM的大小均为4K*16位，既可映射到程序空间，也可

映射到数据空间，其中L0-L3复制可映射到两块不同的地址空间并且

受片上的FLASH中的密码保护，以免存在上面的程序或数据，被他

人非法。



TMS320F28335存储器的特点

2. BOOT ROM

BOOT ROM ，可以叫做引导ROM，主要装载了TI的引导装载程

序，实现DSP的Boot loader功能。MP/MC=0时，DSP被设置为微计

算机模式，CPU在复位后，指令跳转到0X3FFC00-0X3FFFBF区间内，

执行Boot loader程序，在后续F28335的引导程序章节（16章）中会

进一步介绍系统是如何引导的。



TMS320F28335存储器的特点

3. 片上FLASH和OTP

F28335片上有256K*16位嵌入式FLASH 存储器2K*16位一次可

编程OTP存储器，它们均受片上FLASH中的密码保护。FLASH存储

器由8个32K *16位扇区组成，用户可以对其中任何一个扇区进行擦除、

编程和校验，而其它扇区不变。但是，不能在其中一个扇区上执行程

序来擦除和编程其它的扇区。其主要有一下特点：

➢ 整个存储器分成多段

➢ 代码安全保护

➢ 低功耗模式

➢ 可根据CPU频率调整等待周期

➢ FLASH流水线模式能够提高线性代码的执行效率



TMS320F28335存储器的特点

3. 片上FLASH和OTP

F28335片内FLASH存储器的分段情况见表5.1。

28335的OTP存储器也是统一映射到程序和数据存储器空间，既

可以为数据存储器也可以为程序存储器，与FLASH存储器不同的是

它只能被用户写一次，態再次被擦除。

FLASH和OTP存储器的功耗模式有以下3种：

① 重启或睡眠状态

② 备用状态

③ 激活状态



TMS320F28335存储器的特点

3. 片上FLASH和OTP

FLASH和OTP存储器的功耗模式有以下3种：

1）重启或睡眠状态

芯片复位后，FLASH 与OTP处于睡眠状态，CPU在FLASH和OTP存

储器映射区域读数据或取代码使得状态改变，从睡眠状态变为备用状

态，进一步会变为激活状态。

2）备用状态

该状态的功耗比睡眠状态大，需要较短的时间就转变为激活状态或读

状态。

以上两个状态转换过程中，CPU自动延迟等待，一旦状态转换完

成，CPU的访问恢复正常。



TMS320F28335存储器的特点

3. 片上FLASH和OTP

FLASH和OTP存储器的功耗模式有以下3种：

3）在激活状态下，CPU在FLASH与OTP的存储器映射空间内读取访

问受到FBANKWAIT寄存器和FOTPWAIT寄存器控制。

在状态转换时，从低功耗模式转换到高功耗模式，延时是必要的，

通过延时可以使FLASH能够处在稳定的激活状态。在延时期间，

CPU都会自动等待直到延时完成为止。

睡眠到备用受FSTDBWAIT控制，备用到激活受FACTIVEWAIT

寄存器控制。















对FLASH和OTP存储器来说，CPU读写数据操作主要有以下3种形式：

1.32位取指令

2.16位或32位数据空间读操作

3.16位程序空间读操作

一旦FLASH处于激活状态，那么对存储器映射区的访问可以被分为

FLASH访问或OTP访问，OTP存储器小于4M，在22位取地址范围内，

FLASH则大于4M，所以FLASH访问时，又分为存储器的随机访问与存储

器的页访问。

FLASH存储器时一阵列形式组成，每行又2048位，首次访问的某一行

称为随机访问，若随后又访问该行则称为页访问，一个随机和页访问的等

待状态数可通过FBANKWAIT寄存器编程配置。

TMS320F28335存储器的特点





TMS320F28335存储器的特点

OTP存储器的访问速度通常可以通过FOTPWAIT 中的OTPWAIT位来

控制。OTP存储器的访问时间比FLASH要长。

FLASH的流水线模式：FLASH存储器数据掉电不丢失，所以通常用来

保护代码。在代码执行期间，除非有中断发生，指令可从存储器地址中连

续获取，连续地址中的部分代码组成了主要的代码，称为线性代码。为了

提高线性代码的执行性能，可采用FLASH流水线模式，且FLASH流水线

模式独立于CPU的流水线模式。

FLASH 或OTP存储器的相关配置寄存器见表5.2。
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TMS320F28335内存保护特点

代码安全模块CSM--代码安全模块（CSM）是F28335上程序安全

性的主要手段，它禁止未授权的用户访问片内存储器，禁止私有代码的

复制或者逆向操作。

安全模块限制CPU去访问片内存储器。实际上，对各种存储器的

读写访问都是通过JTAG端口或外设来进行的，而CSM模块所谓的代码

安全性主要是针对片内存储器的访问来定义的，用来禁止未经授权去复

制私人代码或数据。

通过一个128位的密码（相当于8个16位的字）来对安全区来进行

加密或解密。这段密码保存在FLASH的最后8个字中

（0X33FFF8~0X33FFFF），也就是密码区中（PWL），通过密码匹配

（PMF），可以解锁器件。



如果密码保护区中的128位数都是同一个数，这个器件不受保护。

全是同一个数有两种可能：一种全为0，另一种全为1。

一个新的FLASH或FLASH被擦除后，就变为全1了，这样只要读一

下密码区，就能破解了；还一种情况，就是全为0，这时候器件是被加

密了，但是不管密钥寄存器的内容是什么，器件都处在加密状态，即该

器件无法解锁了，这时候芯片就被完全锁住了。

因此不要用全0作为密码。如果在擦除FLASH的期间，芯片复位了，

那这个芯片的密码就不确定了，也不能解锁。

芯片不能解锁（用全零作为密码、FLASH擦除期间复位、忘记密

码），这时芯片句完全锁住了，只能调试，不能重新烧写程序。

TMS320F28335内存保护特点



用户用来解锁的寄存器为密钥寄存器，在存储空间映射地址为

0x0000 0AE0~0x0000 0AE7,该区域受EALLOW保护。

当这个128位的密钥位全1时，密钥寄存器不需要与之匹配。当一开

始调试FLASH区加密的芯片的时候，仿真器取得CPU的控制权需要一定

的时间，在此期间，CPU正在开始运行，并且会执行保护加密区的操作，

这个操作会引起仿真器断开连接，有两个方法可以解决这个问题。

TMS320F28335内存保护特点



1、采用Wait-in-Reset仿真模式，这种方法是让芯片保持在复位状态

直到仿真器得到控制，这种方法要求仿真器要能支持这种模式。

2、采用“Branch to check boot mode”引导。这个方法会持续不

停的让引导模式选择引脚。可以选择这种引导模式，一旦仿真器通

过重新映射PC到另外的地址或者改变引导模式选择引脚以进入引导

而进行连接。

TMS320F28335内存保护特点



在上电过程中对于F28335处理器有16种不同的启动模式，可以通过处理

器的GPIO84-87 4个端口控制，如表16.2。



TMS320F28335内存保护特点

密码匹配流程：

对芯片解密的过程被称为密码匹配流程（PMF）。图5.2描述了该操作

流程。PMF本质上是一个PWL中进行8次哑读，并对KEY寄存器进行8次写

的过程。

PMF在进行解除DSP的安全性操作时可能遇到2种情况：

情况1：如果DSP在PWL处有密码，需要进行一下步骤：

① 从PWL处进行8次哑读

② 写密码到KEY寄存器

③ 如果密码正确，DSP就解锁；否则DSP仍被锁着



TMS320F28335内存保护特点

密码匹配流程：

情况2：如果DSP没有密码保护，那么PWL处应该全为1，需要进行以

下步骤：

① 从PWL处进行哑读

② 上面的操作完成后，DSP立马就解锁；可以随意对存储器进行操作

哑读：PWL中的内容实际上是不能读出的，执行读操作后读出的数据与

PWL中真正的内容并不一致（全1和全0除外）。

具体程序见课本实例。
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XINTF接口

当F288335片上存储器不够用时，需要进一步扩展，外部接口

XINTF采用非复用一部总线，可用于扩展SRAM、FLASH、ADC、

DAC模块等。XINTF接口分别映射到3个固定的存储器映射区域，模块

的信号见图5.3。

XINTF每个区域都有一个片选信号线，当对某个区域进行读写访问

时，就要将信号线置低，某些器件将两个区域的片选信号通过内部的与

逻辑连接在一起，从而形成一个共用的信号线，在这样的情况下，同一

存储器可以与两个XINTF区域相连，要区分这两个区域就要与区分这两

个区域的逻辑电路相连。



XINTF接口







XINTF接口

XINTF的存储器的3个区域中的任何一个都可通过编程设定独立的

等待时间，选通信号建立时间及保持时间，每个区域的读写操作都可以

配置成不同的等待时间.

另外可以通过XREADY信号线延长等待时间，XINTF接口的这些特

性允许其访问不同速率的外部存储器设备。通过XTIMINGx寄存器可配

置每个区域的等待时间及选通信号的建立于保持时间。XINTF接口的访

问时序是以内部时钟XTIMCLK为基准的，XTIMCLK信号频率可配置为

系统时钟SYSCLKOUT的频率或其一半。







































外扩SRAM硬件原理：



XA0:XA18：接DSP地址线 XD0:XD15:接DSP数据线

XZCS6和地址线19通过74HC32与或后送给SRAM的片选信号实现将8M的
SRAM映射到Zone6的前半部分。



ISSI的IS62LV51216是一个8M容量，结构为512K*16位字长的高速

率SRAM。IS62LV51216采用ISSI公司的高性能CMOS工艺制造。高度可

靠的工艺水准加上创新的电路设计技术，使得IS61LV6416的存取时间可

快至8ns，兼具低功耗的优点。

当/CE处于高电平（未选中）时，IS62LV51216进入待机模式。 在此

模式下，功耗可降低至CMOS输入标准。

使用IS62LV51216的低触发片选引脚（/CE）和输出使能引脚

（/OE），可以轻松实现存储器扩展。低触发写入使能引脚（/WE）将完

全控制存储器的写入和读取。 同一个字节允许高位（/UB）存取和低位

（/LB）存取。



IS62LV51216真值表

F28335片上有256K × 16 位的FLASH存储空间，如果在DSP中所

编译的代码段高于Flash的存储容量，则需要外扩Flash空间来稳定地实

现其功能。外扩FLASH的原理与外扩RAM 的原理一样，电路图如下所

示



SST39VF160：



相关寄存器介绍
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相关寄存器介绍
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